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Технологический суверенитет становится важным аспектом глобальной политики, опре-
деляя стратегию ведущих государств в условиях растущей конкуренции за критически
важные технологии. В отличие от классического промышленного протекционизма, совре-
менные меры обеспечения технологической автономии включают не только поддержку на-
ционального производства, но и контроль за распространением технологий, ограничения
на трансграничный обмен знаниями, а также использование санкционных механизмов.

Согласно неореализму по Waltz K., государства вынуждены обеспечивать свою без-
опасность и независимость в условиях анархичной международной системы, а технологи-
ческое превосходство становится одним из главных инструментов достижения этих целей
[13]. Исследования Gilpin R. показывают, что технологическое лидерство формирует гло-
бальные экономические и политические режимы, обеспечивающие преимущество ведущих
держав [8]. Технологический суверенитет рассматривается в рамках нескольких научных
направлений. В работе Nye J. подчеркивается, что контроль над технологиями является
формой «мягкой силы», позволяющей государствам не только доминировать в экономике,
но и формировать международные стандарты [10]. В том числе технологический национа-
лизм, проявляющийся в протекционистской политике государств, становится неизбежным
элементом современного технологического развития [5].

Сейчас глобализация привела к тому, что технологическая интеграция стала важней-
шим фактором международной стабильности [9]. Однако современные тенденции показы-
вают, что государства все чаще отказываются от глубокой технологической кооперации в
пользу национальных стратегий автономии [1]. США традиционно занимают лидирующие
позиции в области передовых технологий, однако в последние десятилетия их преимуще-
ство оказалось под угрозой из-за роста технологического потенциала Китая. В ответ Ва-
шингтон принял ряд стратегических решений, направленных на сохранение глобального
доминирования в критически важных секторах. Принятый в 2022 году Закон о производ-
стве полупроводников и научных исследованиях предусматривает выделение $52 млрд.
на развитие национальной микроэлектронной промышленности [6]. В дополнение к этому
США усилили экспортный контроль, ограничив доступ Китая к передовым литографи-
ческим технологиям [7].

Китайская же политика в сфере технологического развития направлена на снижение
зависимости от западных поставщиков. Программа «Made in China 2025» ориентирована
на локализацию производства высокотехнологичных товаров, включая полупроводники,
5G и суперкомпьютеры [12]. Несмотря на санкции США, Китай продолжает развивать
собственные технологические экосистемы. В 2023 году китайская компания SMIC пред-
ставила 7-нм чип, произведенный без доступа к американскому оборудованию [11].

Санкции 2022 года значительно ограничили доступ России к западным технологиям,
что ускорило процесс импортозамещения. В рамках национальной программы цифровой
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экономики были запущены проекты по развитию отечественных операционных систем, об-
лачных сервисов и микроэлектроники. Основным вызовом для России остается нехватка
современных литографических технологий, необходимых для производства чипов. В этой
связи укрепляет сотрудничество с Китаем, который поставляет оборудование и компонен-
ты для российских компаний (РСПП, 2023).

Согласно отчету McKinsey Global Institute (2023), усиление технологического протек-
ционизма может привести к снижению глобального ВВП на 5% к 2030 году. Данная тен-
денция связана с ростом затрат на разработку альтернативных технологий и снижением
уровня международного сотрудничества. В долгосрочной перспективе формирование двух
технологических блоков —может привести к дальнейшей эскалации экономических кон-
фликтов и замедлению инновационного развития. Усиление технологического протекци-
онизма создает риски для глобальной стабильности. В этом контексте поиск механизмов
международного сотрудничества станет критически важным фактором будущего мирово-
го порядка.
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